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はじめに：我々はマイクロ波励

起水素ラジカルを用い、金属や半

導体のみを選択的かつ急速に加熱

する技術を開発した。これまでに

遷移金属類（Pt、Ni、W等）にお

いて 10秒程度で 1000 ℃以上の加

熱を実現した。今回、本技術を用

いて多結晶 Siの形成を試みた。 

Si膜厚、マイクロ波出力などの結晶化に及ぼす影響、及び本技術により形成した多結晶 Siを用い

た TFT 特性についても報告する。 

 実験：ガラス基板上に MBE 法にて Si 層を形成した。最上部の一部にタングステンを蒸着する

ことすることによりサンプルを作製した。その後、水素ガス流量 5 sccm マイクロ波（周波数

2.45GHz）出力 1000 W 圧力 30 Pa 処理時間 数十秒程度を数回に分けてマイクロ波プラズマ加熱

処理をした時のラマン散乱スペクトルを観察した。 

 結果：図は上記条件で加熱した試料 Si(100nm)/SiO2 のラマン散乱スペクトルである。タングス

テンの加熱現象を利用して試料の多結晶化を行った。加熱回数を増やすと(a)から(c)の順にスペク

トルの変化が現れた。515cm
-1付近に Si-Si結晶質由来のピークが見え、480cm

-1を中心としたブロ

ードなピークが見えている。このことから、マイクロ波プラズマ加熱処理によってガラス基板上

の Si層が結晶化していることがわかる。また、数十秒の加熱時間を積算することにより、結晶化

のピークの割合が大きくなっていき、徐々に結晶化していく様子を確認することが出来る。また、

当日はこの試料上に作製した MOSFET の電気特性についても報告する。 

 謝辞：本研究の一部は科研費（22560007）の助成を受けたものである。 

Fig. Raman spectra of Si(100nm)/SiO2 after treatment of (a) 20sec. 

heating, (b)20sec. heating 2 times, and (c)20sec. heating 3 times. 

 

第 60 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2013 春　神奈川工科大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

27p-PA4-11

08-013


